Priifaufbau fiir Storfestigkeitpriifung von Halbleiter - relais
Uberlagern der Netzspannung im pos.Scheitel, alle 2 Sekunden,

mit pos. u. neg. Storimpulsen von 0 bis 3 kV Amplitude und mit 20 Microsekunden Dauer.
Prutkritertum: Ab welcher Amplitude die Halbleiterrelais ungewollt leitend werden,

durch die Storimpulse. Wenn das der Fall ist, entsteht ein Uberstrom durch den

Trafo, der durch den sich wiederholenden Vorgang in Sattigung getrieben wird.
(nach dem Registrieren des Bildes wurde die Sicherung ausgelost.)

Sicherungsautomat

1;3653 dm

Stérgenerator
KNS

Halbleiterrelais Ringkerntrafo  Last
1,SkVA 100Watt

U

500V/em

50A/cm

Netzsp.Scheitel

zwischen Ein und Ausgdng
von Halbleiterrelais

an Eingang des Halpleiterrelais

: Prufli
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nsteuerung
offen >

Test mit pos. Stormp.
bei neq. Netzhalbwelle

W

ab hier zlindet das Halbleiterrelais ungewollt durch
und es entsteht ein Stromstof durch die Trafoséattigung

5 Millisekunden / cm Zeitbasis

Parameter: Prufling: TSE 6.1 mit 2 Sitac, 330ohm 1.R., 0,022myf b Thyr.,be1 230V Netzsp.,
Ergebnis: bei 3kV zindet TSE durch bei Test nach 1b, b.neg. Stérimp.

Bei allen anderen Prif-Einstellungen am KNS ist kein Fehler aufgetreten.
be1 0,15 Myt + 47 Ohm tber Thyr. ensteht kein Durchziinden mehr.
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